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Epreuve EP3

Analyse technologique d’un objet technique

Session 2005

Documents autorisés : *Dossier technique « Panneau d’affichage lumineux » dépourvu de toutes
annotations. ' '
* Dossier ressource « Documentation constructeur » dépourvu de toutes
annotations.

* Calculatrice

Recommandation : * Le sujet comporte 3 parties indépendantes.
* Toutes les réponses seront faites sur le'sujet qui sera rendu dans sa totalite

Partie A: Etude de FP4 Durée conseillée : 2h00 40 points
Partie B: Etude de FP2 Durée conseillée : 1h30 50 points

Partie C: Etude de FP1 Durée conseillée : 0h30 20 points
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Partie A, étude de FP4 : Gestion du contraste

A.1 Etude de FS41 :
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A.1.1 Soit le modéle équivalent de P1, déterminer ses valeurs extrémes en fonction de P1.

Réponse :
a.Pl

T

A.1.2 Donner I’expression de I'impédance Zcs; du condensateur C52.

Réponse :

Que devient la valeur de cette impédance en régime continu ? En déduire le modéle
équivalent du condensateur C52 (interrupteur ouvert ou fermé).

Réponse :

A.1.3 Dessiner le schéma de la structure en remplagant P1 et C52 par leur modéle équivalent.
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C.2.2 Rappeler I’expression de Ic en fonction de Ib et p (nommé également hfe) , puis
I’expression de Ie en fonction de Ib et Ic.

Réponse :

C.2.3 Ecrire P’expression de Vz en fonction de R30, Vbe et Ie.

Réponse :

e Ic, exprimer Vz en fonction de R30, Vbe, fi et Ic.

C.2.4 Sachant que fe= G;Tﬂ)

Reéponse :

C.2.5 Rechercher dans la documentation constructeur de T1 la valeur de § (prendre Btypique a
Ic = 100 mA).

Réponse :

C.2.6 Exprimer Ic en fonction de R30, Vz, Vbe et § (utiliser I’expression trouvée a la question
2.4).

Réponse :

C.2.7) Calculer la valeur de IC (arrondir le résultat au nombre entier).

Réponse :
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A.3 Etude de FS43: “ A.LL considéré comme idéal ”
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A.3.1 Dessiner le schéma équivalent 4 la structure en remplagant U26C par son modéle
équivalent et en faisant apparaitre les différences de potentiels VLU, VPES, &, les bornes +, -
et S.

Réponse :

A.3.2 Soit U32, la différence de potentiels aux bornes de R32, exprimer U32 en fonction de
VPEG6, R31 et R32.

Réponse ;

A.3.3 Exprimer U32 en fonction de VLU et ¢. Simplifier Pexpression sachant qu’on peut
négliger .

Réponse :

A.3.4 Déterminer I’expression de VPES6 en fonction de VLU, Ry; et R3).

Réponse :

A.3.5 Calculer la valeur de I’ampliﬁcation en tension 4y=2ES.
. VLU
Réponse :
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A.3.6 Calculer la valeur du gain en tension Gv.

Réponse :

A.4 Synthése

A.4.1 Démontrer que I’expression de la différence de potentiels VPE6 en fonction de Ve, a,
R30 % ‘R3l + RSI
axB+R .+ R, R,

Rs1, Raz, Rag, Py et Ry peut se mettre sous la forme : yPE6 =Veex

Réponse :

A.4.2 On considére o = 0,25, calculer VPE6 en fonction des différentes valeurs de Rig
données dans le tableau ci-dessous (arrondir les résultats au centiéme).

A.4.3 Tracer VPEG6 en fonction de 1’éclairement sur le document DRAT (]

A.4.4 Déterminer graphiquement la valeur de I’éclairement quand la différence de potentiels
PEG6 est égale 4 4V ( laisser apparents les traits de construction ).

Réponse :

A4.5 Déterminer graphiquement la valeur de la différence de potentiels VPE6 quand
I’éclairement est égale 4 200 LUX ( laisser apparents les traits de construction ).

Réponse :
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0

DRAI1 Tracé de la courbe VPE6=f{éclairement)

A Tension en Volt

F & A &
10 Lux 20Lux 100 Lux 10° Lux Eclairement en LUX
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Partie B, étude de FP2 : Gestion et traitement de I’'information

B.1 FS.2.1 : Gestion et Traitement de Pinformation.

B. 1.1 Donner le repére et la référence du circuit assurant le traitement numérique.

Réponse:

B.1.2 Donner le repére, le nom et la valeur du composant qui permet de fournir I'horloge de
référence.

Réponse:

B.1.3 Déterminer la valeur de la fréquence interne du microcontrdleur : E Clock.

Réponse:

B.1.4 Citer les 3 types de bus utilisés pour véhiculer les différentes informations.

.| Réponse:

B.1.5 Déterminer 1a capacité d'adressage de ce microcontréleur en kilo octets.

Réponse:

B.1.6 En vous servant du tableau ci-dessous, donner le mode de fonctionnement utilisé.

gt Lovels Gontrol Bits in HPRIO
at Resot Mods {t afchod at Rasel)
Mone MODA REOOT it WMBA
1 . [ Single chip 0 0 0
1 1 Expanded 0 0 1
0 4] Bootstrap 1 1 ]
v} 1 Spacial test 0 1 1

Réponse:

B.1.7 Quelle est la particularité de ce mode de fonctionnement ?

Réponse:
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B.1.8 En vous servant du chronogramme ci-dessous, expliquer le principe de fonctionnement
de ’adressage multiplexé.

g
i

RAY ANDRESS
HOM-NULTIRLEXED
REED DA
ADIRESSTIATA
RUITIPLERED

DATA

B we | ©

L WRITE

Réponse:

B.1.9 Donner le repere et la désignation du circuit qui permet ce multiplexage (AS)

Réponse:

B.1.10 Compléter le chronogramme ci-dessous en vous aidant de la documentation technigue.
Ouput Enable =0

A
11 de U2
Latch Enable
>
2 de U2
Do
)t
19 de U2
Qo
>
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B.2 FS.2.2 : Surveillance,

B.2.1 Quelle est la fonction principale du circuit U3 ?

Réponse:

B.2.2 A I’aide de la documentation constructeur, déterminer la durée d’une impulsion de
reset.

Réponse:

B.2.3 A I’aide de la documentation constructeur, donner la valeur de la tension de référence
typique U3(1).

Réponse:

B.2.4 A T"aide de la documentation constructeur, donner la valeur de Vyr. . En déduire 1a
valeur de Vir+.

Réponse:

B.2.5 A P'aide de la documentation constructeur, donner la valeur de V,ggsmy pour Vsens=15V
et Icc=1,8mA.

Réponse:

B.2.6 Déterminer ,a la mise sous tension , le temps que met Vigesin pour atteindre 2V.

La courbe universelle de charge d’'un condensateur donne 0,5 x ta 40% de la charge.

Réponse:
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VIT+
UIF -

2v i

B.2.7 Compléter les chronogrammes ci-dessous.

Conditions initiales : /Resin =

ov

1div: 0,1 ms

L e

D

/RESI
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B.3 FS.2.3 : Décodage d’ Adresses.

B.3.1 Donner 'équation de W\-R

Réponse: WWR =

B.3.2 Compléter le tableau de sélection /CSROM ci-dessous:

EEPROM Adr
Al5[Al4[A13|AI12[A11 | A10| A9 | A8 | A7 | A6 | AS| A4 | A3 A2 |A1|AD|E (Hesse
27€256 ex)
Adr, min
Adr. max
B.3.3 Donner pour la structure ci-dessous I'équation logique en S.
1 UTA
A8
P
U4B A10 I~ S
PR
All
—_— USA
Al2 -
]
Al3
Ald
AlS
1 U7B
Réponse:
Q=
B.3.4 Donner les états de S et E pour obtenir la validation de US6.
Réponse:
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B.3.5 A I"aide du schéma structurel, compléter le tableau ci-dessous:

E S A3 A2 Al Sorties U6
USAQ3) U6(3) U6(2) U6(1)

I 0 0 0 0

1 0 0 0 1

1 0 0 1 0

B.3.6 Compléter le tableau ci-dessous: Etat indifférent : X

CS1\[A15|A14 | A13[A12|Al11 |ATI0|A9 |ABIATIA6|AS|A4|A3[|A2 AL ]AO|E
Adr.
Base

B.3.7 Simplifier '"équation logique en (13) de U8B : CSPAN.

A15+E+(A_8+A9+A10+A11+A12+Al3+A14—§-A]5)+(A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14+A15)

Réponse:

CSPAN =
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B.3.8 Compléter le tableau ci-dessous afin d'obtenir la sélection du circuit U10.

Adresse |A15|A14{AI13|AI21AIT|A10| A9 | A8 | A7-A0 | E| Adresse (Hex)

JCSPAN| paute

Basse

B.4 FS.2.4 : Mémorisation Programme.

B.4.1 Donner le repere et la référence du circuit qui réalise la fonction FS24.

Réponse:

B.4.2 Que signifie EEPROM ?

Réponse:

B.4.3 Donner le type d'informations stocké dans U9.

Réponse:

B.4.4 Quelle est 1a différence entre une EPROM et une EEPROM ?

Réponse:

B.4.5 Relever la taille du bus d'adresses et du bus de données.

Réponse:

B.4.6 Donner la capacité de cette mémotre (exprimé sous la forme ...x ....).

Réponse :

B.4.7 Compléter le tableau ci-dessous :

CSROM\ WA-R Fonction
LECTURE
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-

B.5 ¥S.2.7 : Verrou Lignes de Matrices.

B.5.1 Compléter le tableau ci dessous :

Désignation Symbole

Haute Impédance

Amplification

Inversion

Validation Front Montant

B.5.2 Donner le nom et la référence du composant qui contribue a la réalisation de la fonction.

Réponse:

B.5.3 Donner le nom, le numéro et le niveau actif de la broche qui permet la validation du
circuit.

Réponse:

B.5.4 Déterminer le nom et le rdle de la broche 11 de Ul2:

Réponse:

B.6 FS.2.9 : Sélection Multi-Panneanx.

B.6.1 Citer le nom et la référence du circuit qui contribue & la réalisation de la fonction.

Réponse:

B.6.2 Compléter la table de fonctionnement ci-dessous :
*0: Ouvert F:Fermé

v OO |06 6|6|0]| |75 t

0 o 0 0 O 0 0 F 1

SW1 *
F F F F F F F g 0
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Partie C, étude de FP1 : Affichage des messages

C.1 FS 15 : Visualisation

Soit le caractére affiché suivant :

L1

L7

O 0 O O O 0 e
O O O O O O e
e 0 © & o o o

O O O O 0 O e
©C O O O O O e

P!

C11

15

C.1.1 En vous référant au caractére donné, colorier, sur le schéma structurel suivant, les DELSs

qui doivent étre allumées.

L6

K
}

11

L16

¥

L21

k

?Eg
ki

L31

L7

i
i

L12

L17

i
k:

L2z

L27

i
B

L32

L8

k:

L13

i
i
i

L18

L23

C4

k:
b

L28

L33

L9

K
i

L14

L19

L24

k
K

L29

k:

L34

L10

k:

L15

L25

ki
i
k;

L30

.35

il

sSllich

L1123 141516 L7
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C.1.2 Compléter le tableau suivant afin d’afficher le caractére précédemment cité.

PO2 PO1 POO Cl15 Cl4 Cl13 C12 Cl1
L1=«0»
L2=«0»
IL3=«0»
L4=«0»
L5=«0»
[6=«0»
L7=«0»
C.2 FS 14 : Interfacage
VCC
VZ;I /N 1 VR30
23 Vee
_O,y
T
Ib

C11

C.2.1 Compléter le tableau suivant en indiquant 1’état de D1(bloquée ou passante), I’état de
Ti{bloqué ou saturé), la vateur de IC et I’état de la DEL L1( allumée ou éteinte).

Cl11 L1 D1 T1 IC(mA) DEL L1

0 0

0 1

1 0

1 1
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C.2.2 Rappeler I’expression de Ic en fonction de Ib et § (nommé également hfe} , puis
I’expression de Ie en fonction de Ib et Ic.

Réponse :

C.2.3 Ecrire I’expression de Vz en fonction de R30, Vbe et Ie.

Réponse :

C.2.4 Sachant que fe = (IT‘Tﬁ) ¢ [c, exprimer Vz en fonction de R30, Vbe, B et Ic.

Réponse :

C.2.5 Rechercher dans la documentation constructeur de T1 la valeur de B (prendre Ptypique a
Ic =100 mA).

Réponse :

C.2.6 Exprimer Ic en fonction de R30, Vz, Vbe et B (utiliser ’expression trouvée a la question
2.4).

Réponse :

C.2.7) Calculer la valeur de IC (arrondir le résultat au nombre entier).

Réponse :
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